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В последнее время большой интерес для исследования представляет новый класс зонных изоляторов – топологические изоляторы (ТИ). Всеобщему вниманию ТИ обязаны своими нетривиальными электромагнитными свойствами: электроны проводимости на поверхности ТИ являются фермионами Дирака, энергия которых подчиняется линейному закону дисперсии, при этом импульс и спин электрона жестко связаны друг с другом. Топологическая защищенность изолятора и высокая подвижность носителей заряда позволяет рассматривать ТИ в качестве материалов для создания практических устройств. Изучение транспортные свойств этих материалов позволит лучше понять их области использования. Кроме того, можно исследовать более подробно возникающие квантовые явления, связанные с носителями тока в ТИ. На транспортные свойства поверхностного проводящего слоя оказывают влияние явления слабой локализации или слабой антилокализации, вызванные квантовой интерференцией носителей зарядов. Обычно транспортные характеристики ТИ исследуют с помощью измерения сопротивления на постоянном токе. В данной работе было решено, в дополнение к измерениям на постоянном токе, использовать высокочастотный метод нерезонансного микроволнового поглощения (МВП), и провести сравнительный анализ результатов, полученных двумя методами.  
В качестве объекта исследования был выбран один из лучших по своим транспортным характеристикам ТИ: Bi1.08Sn0.02Sb0.9Te2S (BSSTS).  Кристаллы были синтезированы в Казанском физико-техническом институте им. Е.К. Завойского. Перед проведением измерений расщеплением кристалла была получена пластинка, параллельная плоскости ab.  
С помощью четырехконтактного метода измерения сопротивления была получена зависимость R(T) в температурном диапазоне от 4 К до 300 К. В области высоких температур (T > 150 К) образец ведет себя как полупроводник с шириной запрещенной зоны 
ΔE = 0.124 эВ. На спектрометре ЭПР Х-диапазона «Bruker BER-418S» была получена температурная зависимость микроволнового поглощения в диапазоне от 4 К до 200 К. С помощью зависимости ρ(T) оценили толщину скин-слоя. Толщина образца меньше, чем толщина скин-слоя, таким образом, скин-эффект не оказывает решающего влияния на микроволновое поглощение. 
При T = 1.5 K были получены зависимости магнетосопротивления в двух ориентациях магнитного поля: H||ab и H⊥ab. В слабых магнитных полях (до 700 Э) поведение сопротивления определяется вкладом от квантовых эффектов – происходит улучшение проводимости за счет явления слабой антилокализации. Приложение магнитного поля разрушает эффекты квантовой интерференции, что и наблюдается в эксперименте: сопротивление возрастает почти в два раза. Также были получены полевые зависимости производной поглощения при T = 1.5 K при H||ab и H⊥ab. 
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